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(3）プロジェクト成果
本年度は、特許・企業・技術移転に直接結びっく技荷開発には至らなかったが、本プロジ
ェクト研究に関連して、論文3編（査読中 1編）、学会発表 12件を行った。本プロジェクトで
は、通信用デバイスの高周波化が期待できる AlN/DLC/Si構造を持ったSAWデバイスの開発
に向けてアモルファス基板上へのc軸配向窒化アルミニウム薄膜の成膜技術の開発を行った。
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その結果、窒素雰囲気中でターゲット材料に窒化アルミニウムを用いたパルスレーザー堆積
法において、 c軸配向窒化アルミニウム薄膜をアモノレファス基板上に堆積させることができ
た。また、窒素ガス庄の増加によって配向軸が（002）から（100）へ変化することがわかった。
(4）プロジェクト成果の応用・効果・構想、
パルスレーザー堆積法を利用することで、本研究の目的であるアモルファス薄膜（基板）
へc軸配向窒化アルミニウム薄膜を生成することに成功したので、単結晶シリコン（100）に厚
さ3μrnのDLC膜を堆積させた基板にc軸配向AINを堆積させたAIN/DLC/Si構造の SAWデ
バイス（櫛型電極幡2μrn）の試作を行った。この試作デバイスの周波数特性を計測した結果、
中心周波数は 1.62GHzであった。今後、 AlN/DLC/Si構造SAWデバイスの特性を詳細に調べ
ることによって高周波化の可能性を詳細に検証する必要がある。
(5）利用施設
なし
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